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© Halbleiteranordnung mlt mindestens einem Halblelterkdrper. 



© Bei einer Halbleiteranordnung mit mindestens 
einem auf einem isolierenden, mit Leiterbahnen (2, 
3, 4, 5) versehenen Substrat (1) angeordneten Hal- 
bleiterkorper (6) laBt sich ein induktivitatssarmer Auf- 
bau dadurch erreichen, dafi die Anschiuflleiter (11, 
12) dicht beieinander und wenigstens teilweise paral- 
lel zueinander angeordnet sind. 



CO 

is. 
CM 



Q. 

IU 




Xerox Copy Centre 



1 



0 277 546 



2 



Halbleiteranordnung mit mindestens einem Halbleiterkdrper 



Die Erfindung bezieht sich auf eine Halbleitera- 
nordnung mit einem isolierenden Substrat 
mit mindestens zwei auf dem Substrat angeordne- 
ten, elektrisch voneinander getrennten Leiterbah- 
nen, 

mit mindestens einem mit Kontakten versehenen 
Halbleiterkdrper, 

mit elektrischen Verbindungen zwischen den Ko- 
ntakten und den Leiterbahnen, 
mit AnschluBleitern, von denen je einer elektrisch 
mit einer der beiden Leiterbahnen verbunden ist. 

Eine Halbleiteranordnung der beschriebenen 
Art ist Gegenstand der alteren deutschen Patentan- 
meldung P 36 35 956.4. Bn Ausfuhrungsbeispie! 
zeigt, daB die den Laststrom fuhrenden An- 
schiuBleiter an einander entgegengesetzten Enden 
des Substrats angeordnet sind. Damit bilden sie 
eine relativ hohe lnduktivitat im Lastkreis, wodurch 
beim Abschalten der Halbleiteranordnung mit hoher 
Steilheit des Laststroms eine hohe Spannung indu- 
ziert wird, die zur Zerstorung der Halbleiterbaueie- 
mente fuhren kann. 

Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, die ln- 
duktivitat des Hauptstromkreises zu verringern. 

Dies wird dadurch erreicht. daB die An- 
schiuBleiter dicht beieinander und zumindest toil- 
weise parallel zueinander angeordnet sind. 

Weiterbildungen der Erfindung sind Ge- 
genstand der Unteranspruche. 

Die Erfindung wird anhand zweier 
AusfQhrungsbeispiele in Verbindung mit den Figu- 
ren 1 und 2 naher erlautert. Es zeigen: 

Figur 1 eine perspektivische Anschicht eines 
ersten Ausfuhrungs beispiels und 

Figur 2 die Aufsicht auf ein zweites 
Ausfuhrungsbeispiel. 

Die Halbleiteranordnung nach Figur 1 ist auf 
, einem Substrat 1 aufgebaut. Das Substrat besteht 
aus einem gut isolierenden und thermisch gut lei- 
tenden Werkstoff wie z. B. Aluminiumoxid Oder 
Berylliumoxid. Auf dem Substrat sind Leiterbahnen 
2, 3, 4 und 5 angeordnet. Die Leiterbahnen 2 und 3 
sind U-formig ausgebildet; beid^ Leiterbahnen sind 
ineinander verschachtelt Auf d&; Leiterbahn 3 sind 
Halbleiterkdrper 6 angeordnet und mit den Leiter- 
bahnen stromleitend verbunden. Die Halblei- 
terkorper konnen beispielsweise Leistungs-MOS- 
FETs Oder auch Bipolartransistoren sein. Im vorlie- 
genden Fall wird davon ausgegangen, daB die Hal- 
bleiterkdrper MOSFEPs sind. Sie weisen auf der 
der Leiterbahn 3 abgekehrten Seite Gatekontakte 7 
und Sourcekontakte 8 auf. Der Drainkontakt liegt 
auf der unteren Seite und ist mit der Leiterbahn 3 
verbunden. Die Sourcekontakte 7 sind mit der Lei- 
terbahn 4 uber Bonddrahte 13 verbunden. Die 



Sourcekontakte 8 stehen mit der Leiterbahn 2 Qber 
Bonddrahte 9 in Verbindung. Die Sourcekontakte 8 
sind auflerdem Qber Bonddrahte 10 mit der vierten 
Leiterbahn 5 verbunden. 

5 Die Leiterbahnen 2 und 3 sind aus Grunden 

einer moglichst geringen lnduktivitat im Lastkreis 
nahe beieinander angeordnet Ihr Abstand ist aber 
so bemessen, da/3 die geforderte elektrische Span- 
nungsfestigkeit gewahrleistet ist. Die Leiterbahnen 

w 2 und 3 liegen auflerdem einander parallel. An den 
ebenfalls einander parallelliegenden Jochen der 
beiden U-formigen Leiterbahnen 2 und 3 ist je ein 
AnschiuBleiter 11 bzw. 12 angebracht z. B. an- 
gel dtet Die AnschiuBleiter 11. 12 sind einander bis 

15 auf ihre zum AnschluB an eine auBere Leitung 
bestimmte Flachen 14, 15 parallel. Ihr Abstand a ist 
ebenso wie der Abstand zwischen den beiden Lei- 
terbahnen 2 und 3 moglichst gering gewahtt derart. 
dafi die elektrische Spannungsfestigkeit noch 

20 gewahrieistet ist. 

Durch den beschriebenen Aufbau laBt sich die 
lnduktivitat des Hauptstromkreises gegenuber der 
eingangs erwahnten Haibleiter anordnung etwa hal- 
bieren. Damit wird auch die beim Abschalten des 

25 Stroms auftretende induktive Spannung halbiert 

Die Leiterbahnen 4 und 5 sind mit einem 
GateanschiuB 17 bzw. einem Source-Hilfsanschlufl 
16 verbunden. Die MOSFET werden durch eine 
zwischen die Anschlusse 16 und 17 angelegte 

30 Spannung gesteuert. Der Steuerkreis ist somit in- 
duktiv weitgehend vom Laststromkreis entkoppelt, 
so daB der Laststromanstieg nur geringen Einflufl 
auf das Einschaltverhalten der Halbleiteranordnung 
hat. 

35 Die trotz des geringen Abstandes a zwischen 

den AnschluBleitern 11, 12 bestehende lnduktivitat 
kann dadurch teilweise kompensiert werden, daB 
der Zwischenraum zwischen den AnschluBleitern 
mit einem Dietektrikum gefullt wird, dessen relative 

40 Dielektrizitatskonstante grdBer als 1 ist. Hier 
konnen die fOr Kondensatoren verwendbaren Mate- 
rialien Verwendung finden. Zusatzlich Oder aus- 
schlieBlich kann eine Isolierstoffolie zwischen den 
beiden AnschluBleitern angeordnet sein. 

45 Es empfiehlt sich aus Grunden einer geringen 
lnduktivitat, die AnschiuBleiter moglichst kurz zu 
halten. Sie stehen daher vorzugsweise senkrecht 
zur Oberflache des Substrats 1. 

Weist die Halbleiteranordnung mehrere Halbleh 

50 terkdrper auf, so kdnnen die AnschiuBleiter 11, 12, 
wie in Rgur 2 dargesteilt symmetrisch auf dem 
Substrat 1 und den Leiterbahnen 2, 3 angeordnet 
sein. Im AusfUhrungsbeispiel nach Figur 2 sind die 
Leiterbahnen 2, 3 in sich geschiossene Ringe, die 
jeweils zu einer Symmetrieachse 22 
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spiegelsymmetrisch ausgebildet sind. Ebenso sind 
die Halbleiterkorper 6 symmetrisch zur Symme- 
trieachse 22 auf der Leiterbahn 3 verteilt. Die An- 
schlufileiter 11, 12 sind beidseitig der Symme- 
trieachse angeordnet Zur Vermeidung von Kurz- 5 
schlussen haben die Anschlufileitern 11, 12 FOfle 
18, 19 bzw. 20, 21. Die Halbleiterk5rper 6 konnen 
bezuglich der Lage der Kontakte 7 und 8 ebenfalls 
symmetrisch zur Symmetrieachse 22 auf der Lei- 
terbahn 3 angeordnet sein. io 



Anspriiche 

1. Halbleiteranordnung mit einem isolierenden is 
Substrat. 

mit mindestens zwei auf dem Substrat angeordne- 
ten, elektrisch voneinander getrennten Leiterbah- 
nen.. mit mindestens einem mit Kontakten versehe- 
nen Halbleiterkorper, 20 
mit elektrischen Verbindungen zwischen den Ko- 
ntakten und den Leiterbahnen, 
mit Anschlufileitern. von denen je einer elektrisch 
mit einer der beiden Leiterbahnen verbunden ist 
dadurch gekennzeichnet, 25 
dafi die Anschlufileiter (11, 12) dicht beieinander 
und zumindest teilweise parallel zueinander an- 
geordnet sind. 

2. Halbleiteranordnung nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet, 30 
da/5 die beiden Leiterbahnen (2. 3) auf ein-und 
derseiben OberflSche des Substrats (1) angeordnet 
sind, dafi sie einander parallel liegen, da/3 die An- 
schlufileiter an einander benachbarten. parallel lie- 
'genden Abschnitten der Leiterbahnen befestigt sind 35 
und da/3 die Anschlufileiter rechtwinklig auf der 
Substratoberflache stehen. 

3. Halbleiteranordnung nach Anspruch 1 Oder 

2, 

dadurch gekennzeichnet 40 

dafi die erste (2) und die zweite Leiterbahn (3) 
jeweils spiegelsymmetrisch ausgebildet sind, da/3 
die Halbleiterkorper (6) symmetrisch verteilt auf der 
zweiten Leiterbahn (3) angeordnet sind und dai3 die 
Anschlufileiter (11, 12) zu beiden Seiten der Sym- 45 
metrieachse (22) mit den entsprechenden Leiter- 
bahnen verbunden sind. 

4. Halbleiteranordnung nach einem der An- 
sprtiche 1 bis 3, 

dadurch gekennzeichnet. so 

dafi der Raum zwischen beiden Anschlufileitern mit 
einem Dielektrikum gefullt ist, das eine relative 
Dielektrizitatskonstante grdfler als 1 hat. 

5. Halbleiteranordnung nach Anspruch 4. 
dadurch gekennzeichnet, 55 
dafi zwischen beiden Anschlufileitern (11, 12) eine 
Isolierstofffolie angeordnet ist. 
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